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【はじめに】RGB-モノリシック型 μLED アレイは，AR/VR 用ディスプレイプレイへの応用が期待され

ている．その実現には，微細加工・高集積度が不可欠である．そのような技術的な課題を解決するため

には，垂直性の高いメサ加工技術，同一基板上に高集積な RGB-LED 構造を同時に実現することが必要

である．過去の報告では垂直性の高いエッチング手法を用い，垂直性の高い高集積，高効率な単一活性

層 μLED アレイを報告した[1]．本報告では RGB-モノリシック型 μLED アレイ実現に向けて，同一基板

上に緑，青に発光する高垂直性・高集積なモノリシック型マイクロ LED アレイを作製した． 

【実験方法】Fig. 1 にデバイス断面構造の概要を示す．試料は GaN 基板上にピーク波長 460 nm の青色

LED 構造，トンネル接合層，ピーク波長 530 nm の緑色 LED 構造，トンネル接合層を MOVPE 法にて

積層した．この試料を同一基板から切り出した 1 cm 角サイズにしたものを使用して同一基板上に発光

面積 78×18～20×4 μm2 の 4 水準の緑，青色モノリシック型マイクロ LED アレイを作製した．素子間を

GaN 基板まで掘りぬくメサ加工プロセスでは，SiO2 を ICP エッチングにより形成した参考文献 1 の方

法を適用した．また，2 色の LED を発光させるために本実験では 2 色の発光素子のメサ加工を加え，

その影響を調査した。デバイスはウェハ裏面から積分球と標準光源で校正した測定系を用いて基板裏

面から放出された光のみの強度を測定した． 

【実験結果】Fig. 2 に作製したデバイスの断面 SEM 像を示す．2 つの青色・緑色 LED を同じ基板上に

積層しても単色の場合と同様に 89°を超える高い垂直性を得ることに成功した．Fig. 3 および Fig. 4 に

それぞれ青，緑のモノリシック LED に電流密度 20 A/cm2注入した際の規格化した EL スペクトルおよ

び最大外部量子効率 (peak EQE)-発光面積依存性を示す．青色，緑色 LED ともに発光面積によらずほ

ぼ一定の peak EQE 特性を示した．また，緑色 LED は青色 LED よりも EQE が 3 %程度低いことが確認

された．詳細なデバイス特性-発光面積依存性については当日報告する． 
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Fig． 1 デバイス断面構造図 
Fig．4 GB-μLED アレイにおける

peak EQE-発光面積依存性 

Fig．2 デバイスの断面 SEM像  Fig．3 EL スペクトル 
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